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１．概要（Summary） 

Si 深堀エッチング用の保護膜を開発している。保護膜

は深堀エッチング時にエッチングマスクとして使用する。

エッチングマスクの機能としては、Si よりもエッチングレー

トが十分に小さいこと、プロセス中に熱ダレなどによるマス

ク形状の変形がないことが求められる。 
本開発案件では、開発した保護膜材料にトレンチパタ

ーンを形成し、これをエッチングマスクとして深堀エッチン

グする実験に高速シリコン深掘りエッチング装置を利用し

た。結果は、トレンチパターンに沿って Si の深堀エッチン

グを行うことができ、その際の保護膜のエッチングレートは

Si と比較して十分に小さく、トレンチ形状の変形も見られ

なかった。この結果から、今回開発した材料は Si 深堀エ

ッチング用保護膜として十分な機能を持っていることが確

認できた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速シリコン深掘りエッチング装置 
【実験方法】 

・プロセスフロー 
① Si 基板上に保護膜材料を成膜 
② 保護膜材料にトレンチパターンを形成（エッチング

マスク形成） 
③ Si 深堀エッチング 
④ 保護膜剥離 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

形成したトレンチパターンに沿ってSi深堀エッチングを

行うことができることを確認した。この時のエッチングレート

は Si / 保護膜 = 150 / 1 と Si と比較して十分に小さく、

エッチング前後でのトレンチパターンの形状変化も見られ

なかった（Fig. 1）。 
保護膜剥離後に残渣物は見られず、剥離性も良好であ

ることを確認した（Fig. 2）。 
 

 
Fig. 1 SEM image after etching 
（tilt view（left）、cross section（right）） 

 
Fig. 2 SEM image after film removal 
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